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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 16595-1996 《晶片通用网格规范》。本标准与GB/T 16595-1996相比，主要有如下改动：

——调整1.2 内容为5 网格使用；

——删除2.2 SEMI标准 SEMI M11-94 先进电路用硅单晶外延片规范；

——修改2.2 SEMI标准 SEMI M2-94 为SEMI M62；

——增加优质固定区比公称半径小4mm的网格分布等数据。
本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）归口。
本标准起草单位：浙江海纳半导体有限公司、有色金属技术经济研究院、          。
本标准主要起草人：
晶片通用网格规范
1　 范围

1.1　 本标准规定了可用于定量描述公称圆形半导体晶片表面缺陷的网格图形。网格规定包含1000个面积近似相等的网格单元，每个网格单元相当于受检表面固定优质区总面积的0.1%。根据晶片表面上有缺陷的面积百分比（或有效面积百分比），可定量其非均匀分布的表面缺陷（例如，滑移）。

1.2　 网格以晶片中心来定义。根据GB/T 12964或SEMI M1规定的晶片公称直径，使用“固定优质区”的概念

1.3　 外延层上滑移和其他非均匀分布的缺陷，最大允许值在GB/T 14139和SEMI M62中规定，按照GB/T 6624,GB/T 14142和YS/T 209进行观测
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 14139  硅单晶外延片

GB/T 14142  硅外延层晶体完整性检验方法  腐蚀法

GB/T 14264  半导体材料术语

YS/T 209  硅材料原生缺陷图谱

SEMI M1  硅单晶抛光片规范

SEMI M62  硅单晶外延片规范
3　 术语和定义
GB/T 14264、SEMI M1、SEMI M62界定的术语和定义适用于本文件。
4　 网格单元布局
4.1　 网格单元平面图

规定两种网格：一种用于不带主参考面的晶片（如晶片的主基准面是一个缺口），另一种用于带主参考面的晶片。网格由18个同心圆分割，根据每个圆的直径确定所包含的晶向分割单元数，由各个圆环面积确定同心圆的相对直径，用两种外径乘以对应的相对直径，可求出任一圆的实际直径（见表1）。
选择网格外径要与特定用途的晶片尺寸相对应。考虑到晶片的边缘去除、直径允许偏差和倒角，通常选择网格直径为固定优质区的公称直径。表2示出一系列网格圆的直径，其中固定优质区的网格半径比GB/T 12964或SEMI M1中规定的公称半径小3mm或4mm。

按照圆序号和该圆上的分割单元数标定各个网格单元。圆从中心为01号，最外面的圆为18号。把主基准面（参考面或者缺口）放在网格的底部，从第一个分割单元开始沿水平线逆时针由网格中心向右延伸，分割单元从01到n逆时针依次编号。N等于圆上的分割单元总数。由逗号分开的两组数：圆序号（01~18），分割单元（01~n）给出了一个单元的位置。单元（18，01）和（18，100）标记在图1中。

4.2　 不带主参考面的晶片

不带主参考面的网格单元如图1所示。该网格图有表1所规定的相对直径作同心圆和晶向分割单元绘制。在该表中，最左边列出了圆的序号，圆中分割单元数和分割线夹角在第二列和第三列给出。分割单元总数（总中心向外）在第四列中给出，所包含的面积比在第五列中给出，其数值为圆内含有的分割单元总数除以网格的分割单元总数1000。相对直径在最右列中给出，其值为所包含的面积比的平方根。

4.3　 带主参考面的晶片

对于带主参考面的晶片，所有晶片的圆弧与水平弦相交所对应的角都用43.2°标准夹角。选择该标准夹角，是因为该角位于GB/T 12964、SEMI M1中规定的直径100mm、125mm、150mm和200mm晶片所规定的主参考面的最大与最小夹角质检。若使用半径比晶片公称半径小3mm（或者更小）的固定优质区时，在任何情况下，网格都不会超过晶片主参考面区域的边缘.

如图2所示，该参考面向晶片内扩展，各个圆的直径间不带主参考面时一样大小。参考面垂直向下扩展（从3号圆开始），圆和水平弦相交，相交弦所对应的角度为43.2°。

在参考面的扩展区域内，网格单元的面积略小于规则网格单元面积。当计算带主参考面晶片的网格单元时，该差别可忽略。假设所有网格单元均为固定优质区面积的0.001倍。

4.4　 副参考面

该网格忽略副参考面。这些副参考面足够浅，以至于当使用半径比晶片公称半径小3mm的固定优质区时，网格外圆不会超过晶片的边缘。

5　 网格使用

5.1　 把透明的网格覆盖到晶片缺陷图形上或把被观测到的晶片缺陷图形映到网格上，定量有缺陷的面积，计算含有缺陷的网格单元的数量。该单元数除以10相当于有缺陷面积的百分比，也可将该网格叠加在CRT显示器、照片或计算机绘制的图上。使用时，网格的直径必须与所覆盖的晶片图形或图像尺寸成比例。

表1　 网格单元平面图

	圆序号
	分割单元数

n
	夹角

(°）
	分割单元总数

N
	所包含面积比
	相对直径

	01
	4
	90.0
	4
	0.004
	0.0632

	02
	8
	45.0
	12
	0.012
	0.1095

	03
	16
	22.5
	28
	0.028
	0.1673

	04
	24
	15.0
	52
	0.052
	0.2280

	05
	30
	12.0
	82
	0.082
	0.2864

	06
	36
	10.0
	118
	0.118
	0.3435

	07
	40
	9.0
	158
	0.158
	0.3975

	08
	48
	7.5
	206
	0.206
	0.4539

	09
	50
	7.2
	256
	0.256
	0.5060

	10
	60
	6.0
	316
	0.316
	0.5621

	11
	72
	5.0
	388
	0.388
	0.6229

	12
	72
	5.0
	460
	0.460
	0.6782

	13
	80
	4.5
	540
	0.540
	0.7348

	14
	80
	4.5
	620
	0.620
	0.7874

	15
	90
	4.0
	710
	0.710
	0.8426

	16
	90
	4.0
	800
	0.800
	0.8944

	17
	100
	3.6
	900
	0.900
	0.9487

	18
	100
	3.6
	1000
	1.000
	1.000


表2　 固定优质区半径比晶片公称半径小E=3mm和E=4mm的各种规格晶片的网格圆直径

	圆序号
	相对直径
	公称直径

	
	
	E=3mm
	E=4mm

	
	
	100mm
	125mm
	150mm
	200mm
	150mm
	200mm

	01
	0.0632
	5.94
	7.52
	9.10
	12.26
	8.97
	12.13

	02
	0.1095
	10.29
	13.03
	15.77
	21.24
	15.55
	21.02

	03
	0.1673
	15.73
	19.91
	24.09
	32.46
	23.76
	32.12

	04
	0.2288
	21.43
	27.13
	32.83
	44.23
	32.38
	43.78

	05
	0.2864
	26.92
	34.08
	41.24
	55.56
	40.67
	54.99

	06
	0.3435
	32.29
	40.88
	49.46
	66.64
	48.78
	65.95

	07
	0.3975
	37.37
	47.30
	57.24
	77.12
	56.45
	76.32

	08
	0.4539
	42.67
	54.01
	65.36
	88.06
	64.45
	87.15

	09
	0.5060
	47.56
	60.21
	72.86
	98.16
	71.85
	97.15

	10
	0.5621
	52.84
	66.9
	8.94
	109.05
	79.82
	107.92

	11
	0.6229
	58.55
	74.13
	89.70
	120.84
	88.45
	119.60

	12
	0.6782
	63.75
	80.71
	97.66
	131.57
	96.30
	130.32

	13
	0.7348
	69.07
	87.44
	105.81
	142.55
	104.34
	141.08

	14
	0.7874
	74.02
	93.70
	113.39
	152.76
	111.81
	151.18

	15
	0.8426
	79.20
	100.27
	121.33
	163.46
	119.65
	161.78

	16
	0.8944
	84.07
	106.43
	128.79
	173.51
	127.00
	171.72

	17
	0.9487
	89.18
	112.90
	136.61
	184.05
	134.72
	182.15

	18
	1.0000
	94.00
	119.00
	144.00
	194.00
	142.00
	192.00


[image: image3.emf]
图1　  不带主参考面晶片的网格图

[image: image4.emf]
图2　  带主参考面晶片的网格图
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